Transistors PNP silicium

Planar épitaxiaux

PNP silicon transistors
Epitaxial planar

*2N 2904
*2N 2904 A
* 2N 2905
*2N 2905 A

- Amplification BF ou HF
LF or HF amplification
- Commutation 2 moyen courant

E 3 Dispositif recommandé
Prefered device

Données principales
Principal features

Medium current switching

Complémentaires des types 2N 2218 A et 2N 2219 A
Complementaries of types 2N 2218, A and 2N 2219, A

Dissipation de puissance maximale
Maximum power dissipation
P,

v —40 V2N 2904- 2906
CEO —60 V2N 2904A - 2905A
I 06 A

ho1 { 40 - 120 2N 2904, A
(555 ma)l100 - 300 2N 2905, A

fr 200 MHz min.

(w'

3

0.6 --JN\

tamb{°C) (1)

Boitier T0-39

Lase
-

(] 50 100 150 200 1cqeel°C) () Le collecteur est relié au boftier
Collector is connected to case
Valeurs limites absolues d'utilisation a tamp=25°C .
Absolute ratings (limiting values) (Sauf indications contraires )
{Unless otherwise specified)
2N2908 | 2N 2804A |
| N 2805 IN2905A |
Tension collecteur-base
Collector-base voltage VCBO —60 —80 v
Tension collecteur-émetteur —
Collector-emitter voitage Vceo —40 60 v
Tension émetteur-base
Emitter-base voltage VEBO -5 -5 v
Courant collecteur —
Collector current IC —06 06 A
t =960 06 06
Dissipation de puissance M Peot w
Power dissipation = o
tease=25°C (2) 3 3
Température de jonction max. t. 200 200 oC
Junction temperature ]
Température de stockage min. ¢ — 65 — 65 oC
Storage temperature max. stg +200 +200
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2N 2904 *
2N 2904 A *
2N 2905 *
2N 2905 A *

Caractéristiques générales a tamp = 25°C
General characteristics

{ Sauf indications contraires)
{Unless otherwise specified)

Caractéristiques statiques
Static characteristics

2N 2904
-20
g =0 2N 2905 A
_ n
Veg=-50V  n2g04 A 0
Courant résiduel collecteur-base 2N 2905 A I
Collsctor-base cut-off current 2N 2904 cBO 20
g =0 2N 2006
Veg=—50V uA
tamp=150°C 2N 2904 Al 10
2N 2905 A
Courant résiduel collecteur-émetteur VBE=0'5 v | 50 | nA
Collector-emitter cut-off cyrrent Veg=—30V CEX
. lg =0
Tension de claquage collecteur-base E
Collector-base bug:dawn voltage IC =—10 uA V(BR)CBO ~60 v
2N 2904
—-40
Tension de claquage collecteur-émetteur lg =0 2N 2905 v v
Collsctor-emitter breakdown voltags lC =10 mA N 2904 Al {BR)CEO
-60
2N 2905 A}
Tension de claquage émetteur-base IC =0 v _5 v
Emitter-base breakdown voltage |E =10 uA {BR}EBO
'C =-0,1mA |2N 2904,A 20
Vee=-10V  |on2905A 35
lg =—1mA 2N 2904,A] h 25
Vee="10V  bnogosal 2'E | s0
Valeur statique du rapport du transfert lc =—10mA [2N2904,A 35
direct du courant Vg =—10V
Static forward current transfer ratio CET™ 2N 2905,A 75
Il =-150mA 2N 2904,A 40 120
Vee=-10V  n2g05A L% ] 100 300
lc =-500mA |2N200sal 2'E [ 20
Veg=-10V  bnN2905.4| 30

% Impulsions t_=300us
Pulsed P

8 2%
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*2N 2904
*2N 2904
*2N 2905
* 2N 2905

A
A

Caractéristiques générales a tamp = 25°C

General characteristics

Caractéristiques statiques
Static characteristics

:C -04
Tension de saturation collecteur-émetteur B v * v
Collector-emitter saturation voltage CEsat
IC =—500 mA 16
lg =—50mA -
Ic =—160mA 13
Ig =-15 mA "
Tension de saturation base-émetteur v * v
Basa-emjtter saturation voltage BEsat
Ic =-600 mA 26
Ig =50 mA -
Caractéristigues dynamiques (pour petits signaux)
Dynamic characteristics (for small signals)
lc =-50mA
Fréquence de transition
Tragsition frequency VCE =20V fT 200 MHz
f =100 MHz
c 6 d Veg=—10V
apacit i
Ollep‘l:llf ca:nf:?m:reca IE =0 c22b 8 oF
f =100 kHz
Veg=—2V
Capacité d’entrée EB
/npput capacitance lc =0 c1 1b 30 pF
f =100 kHz
Caractéristiques de commutation
Switching characteristics
, . ' ln =~ —150 mA
Temps total d'établissement fig. 1) C
Turn':-’on time ttig |B ~ —15 mA td + tr 45 ns
lc =~ —150 mA |2N 2904,A 175
Temps total de coupure (fig. 2) gy ~—15mA et ns
Turn-off time st f
g2 =+15mA N 2905,A 200
#Impulsions t_=300us &< 2%
pulsed P
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2N 2904
2N 2904
2N 2905
2N 2905

%k

A*
k

A*

Schémas de mesures des temps de commutation
Switching times tests circuit

Figure 1
Oscilloscope
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Figure 2
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*2N 2904
*2N 2904 A
*2N 2905
*2N 2905 A

Caractéristiques statiques
Static characteristics

2N 2904,A _ 2N 2905,A
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2N
2N
2N
2N

2904 *
2904 A *
2905 *
2905 A *

Caractéristiques statiques
Static characteristics

2N 2905 _2N 2905 A
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Caractéristiques dynamigques (pour petits signaux)
Dynamic characteristics (for small signals)

2N 2904,A _ 2N 2905,A
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